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요약

  웨이퍼 처리 디바이스 또는 장치, 즉 히터(heater) 또는 정전 쳐크(electrostatic chuck)는 평면 지지 플래튼(planar

support platen)과, 중심에 위치된 구멍을 갖는 지지 샤프트(support shaft)와, 샤프트 내에 위치된 한 쌍의 전기적 도전체

를 포함한다. 일실시예에서, 전기적 도전체는 샤프트의 구멍 내에 동축적으로(concentrically) 위치되는데, 제 1 전기 리드

(electrical lead)는 열분해 흑연 막대(pyrolytic graphite rod)의 형태를 갖고, 열분해 질화 붕소(pyrolytic boron
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nitride : pBN) 코팅에 의해 그 외부의 제 2 흑연 전기 리드로부터 분리되어 있다. 제 2 실시예에서, 지지 플래튼과 지지 샤

프트는 흑연으로 이루어진 하나의 단위 몸체(unitary body)로 형성된다. 본 발명의 장치에 대한 또 다른 실시예에서, 접속

포스트(connection posts)는 탄소 섬유 복합체(carbon fiber composite)를 포함하고, 전기적 커넥터의 노출된 단(ends)

은 작동 수명의 연장을 위해서 보호성 세라믹 페이스트(protective ceramic paste)로 코팅되어 있다.

대표도

명세서

기술분야

  관련 출원에 대한 상호 참조

  본 출원은 2003년 1월 17일에 출원된 미국 특허 출원 번호 제 60/441165 호 및 2003년 1월 24일 출원된 미국 특허 출

원 번호 제 60/442409 호를 우선권으로서 주장한다.

  기술 분야

  본 발명은 일반적으로 반도체 제조에 이용되는 웨이퍼 취급 장치(wafer handling apparatus)에 관한 것이다.

배경기술

  예를 들면, 히터(heater) 및 정전 쳐크(electrostatic chuck) 등의 웨이퍼 취급 장치는, 분자 빔 에피택시(molecular

beam epitaxy), 우주 실험(space experiments), 전자 현미경용 기판 히터 및 초전도 막(superconducting films)의 성장

등과 같은 다수의 시스템 분야에서 이용된다. 히터는 전형적으로 반도체의 제조에 있어서 반도체 웨이퍼를 가열하는 데 이

용된다. 웨이퍼 취급 어셈블리는 웨이퍼를 지지하기 위한 서셉터(susceptor)와, 서셉터 아래에 배치되어 웨이퍼를 가열하

는 복수의 히터를 포함할 수 있다. 반도체 웨이퍼는 처리 용기(processing vessel) 내의 밀폐된 환경 내에서 비교적 높은

온도로, 또한 때때로 고도로 부식성을 갖는 분위기로 가열된다. 또한 웨이퍼가 가열되는 온도는 원하는 처리 온도에 도달

한 후에 사전 결정된 범위 내로 제어된다. 이전에는, 가열 디바이스가 전형적으로 내화 금속 배선이 내장되어 있는 신터링

된 세라믹 몸체(sintered ceramic body)로 형성된 가열 플래튼(heating platen)으로 이루어졌다. 내화 금속 배선은 외부

전원에 접속될 때 열 발생 저항 소자(heat generating resistive element)로서 작동하였다. 그러나 저항 소자가 세라믹 재

료 내에 내장되기 때문에, 가열 디바이스가 생성하고 웨이퍼로 전달할 수 있는 전력량은 제한되고, 이는 이용 가능한 전력

량을 제한한다.

  열분해 질화 붕소(pyrolytic boron nitride)(PBN)는, 암모니아와, 삼염화 붕소(BCl3) 등과 같은 붕소 함유 가스의 기체

상태 반응에 의해 반응기 챔버(reactor chamber) 내에 질화 붕소가 화학 기상 증착됨으로써 형성된다. 열분해 질화 붕소

는 매우 높은 순도를 갖고, 기판으로부터 분리되거나 제거될 때 정제된 열분해 질화 붕소의 독립 품목(self-standing

article)을 형성한다. 다른 경우에, 열분해 질화 붕소 코팅은 기판에 부착되도록 제조되어 코팅된 품목을 형성할 수 있다.

  종래 기술에서, 히터는 전형적으로 질화 붕소로 이루어진 유전체 베이스(dielectric base) 및 흑연 및 보다 구체적으로는

열분해 흑연 등과 같이 저항 가열이 가능한 도전 재료로 형성된 가열 소자를 포함한다. 가열 소자는 외부 전원에 접속되어
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저항 히터를 형성한다. 초전도 막의 성장 등과 같은 소정의 분야에서, 초전도 막이 성장되고 있는 반응성 챔버의 분위기

(atmosphere) 내에 산소를 주입할 필요가 있다. 이러한 분위기 내의 산소는 가열 유닛 내의 임의의 노출된 흑연 도전체와

반응하여 도전체를 산화시켜서 개방 회로(open circuit)가 되게 한다.

  미국 특허 제 5,343,022 호는 열분해 가열 소자에 관해 개시하는데, 여기에서 다수의 흑연 포스트(graphite post)(또는

샤프트) 커넥터가 이용된다. 샤프트는 내부 태핑형 홀(internal tapped holes)을 구비하여 외부 전원에 대해 부착된다. 다

음에 조립된 가열 소자 및 샤프트는 열분해 질화 붕소층으로 코팅되어 도전체 및 샤프트를 인캡슐레이션(encapsulation)

함으로써 프로세스 화학물로부터 흑연을 격리한다. 별도의 포스트 내에 다수의 전기 리드(electrical leads)를 갖는 이러한

설계에서, 이러한 리드 주위의 물리적 접속은 작동 중에 열팽창으로 응력을 증가시킬 수 있고, 그에 따라 때때로 가열 소자

또는 리드를 파괴한다. 몇몇 분야에서, 이러한 장치의 열응력(thermal stress)은 가열 소자와의 전기 접촉 포인트에서 아

크(arc)를 유발할 수 있고, 이는 가열 유닛을 손상시켜서 작동 불가능하게 할 수 있다.

  미국 특허 제 6,066,836 호는 비교적 순수한 알루미늄 질화물(AIN)의 복합체로 이루어지는 지지 표면(웨이퍼 홀더) 및

지지 샤프트를 포함하는 저항 가열 기판 홀더를 구비한 가열 구조물에 대해 개시하는데, 여기에서 지지 샤프트는 웨이퍼

홀더에 확산 접합된다. 출원인은 또한 예를 들면, 가열 디바이스 등과 같이 단위 구성을 이용하는 웨이퍼 처리 장치에 관해

개시하였는데, 이러한 단위 구성은 예를 들면, 도전체를 통해 외부 전기 전원에 접속되어 반도체 웨이퍼를 가열하는 활성

가열 소자로서 열분해 흑연으로 이루어진 CVD(화학 기상 증착) 필름을 포함하는 흑연 지지판과, 전기 도전체를 포함하고

반도체 웨이퍼의 제조를 위해 이용되는 용기 내의 강한 부식성 분위기로부터 이러한 전기 도전체를 보호하는 흑연 샤프트

로 이루어진 어셈블리이다. 종래 기술에서 이용되는 AlN과는 반대로 흑연을 이용한 것은, 반도체 웨이퍼의 제조에 있어서

가열 구조물의 성능을 크게 향상시켰다.

  본 발명은 또한 향상된 기계적 강도 및 연장된 작동 수명을 갖는 열분해 가열 소자를 위한 전기 접속 어셈블리의 새로운

설계에 관한 것이다.

발명의 상세한 설명

  본 발명은 a) 가열될 대상을 배치하기에 적합하고, 흑연 기판을 포함하는 흑연 플랫폼(graphite platform)과, b) 흑연 플

랫폼을 실질적으로 횡단하도록 연장되는 흑연 샤프트로 이루어진 어셈블리를 포함하는 웨이퍼 처리 디바이스에 관한 것으

로, 이러한 흑연 기판은 열분해 질화 붕소 및 질화 알루미늄으로부터 선택된 재료로 이루어진 제 1 코팅층과, 제 1 코팅층

상에 배치된 열분해 흑연으로 이루어지고, 2개의 별도의 단을 갖는 사전 결정된 기하구조의 구성으로 패터닝되어 적어도

하나의 전극을 형성하는 제 2 코팅층과, 상기 제 1 및 제 2 코팅층 상에 중첩되어 유전체 재료로 이루어진 제 3 코팅층으로

코팅된다.

  본 발명의 일실시예에서, 샤프트의 흑연 코어(graphite core)는 솔리드(solid) 또는 할로우(hollow)일 수 있고, 전극을 외

부 전원에 접속하기 위한 적어도 2개의 전기 도전체를 더 포함한다. 일실시예에서, 전기 도전체는 흑연 샤프트의 대향하는

면 상에 대칭적으로 대치된다. 제 2 실시예에서, 전기 도전체는 흑연 샤프트 내에 동축적(concentrically)으로 배치된다.

  본 발명은 또한 접속 포스트(connection posts)가 탄소 섬유 복합체를 포함하고, 전기 커넥터의 노출된 단이 작동 수명의

연장을 위해 보호성 세라믹 페이스트(protective ceramic paste)로 코팅된 웨이퍼 처리 디바이스에 관한 것이다.

도면의 간단한 설명

  도 1은 본 발명에 따른 가열 디바이스에 대한 일실시예를 도시하는 단면도.

  도 2는 웨이퍼 지지 플랫폼을 도 1의 B-B선을 따라 절단하여 도시하는 단면도.

  도 3은 도 1의 A-A선을 따라 절단된 샤프트에 대한 일실시예를 도시하는 단면도.

  도 4는 도 1의 A-A선을 따라 절단된 본 발명에 따른 샤프트에 대한 다른 실시예를 도시하는 단면도.

  도 5(a)는 종래 기술에 따른 가열 디바이스 내의 컨택트 홀 또는 비아를 도시하는 단면도.

  도 5(b)는 본 발명에 따른 가열 디바이스의 일실시예의 컨택트 홀을 도시하는 단면도.
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  도 6(a)은 종래 기술에 따른 가열 디바이스 내의 노출된 도전체 단을 도시하는 단면도.

  도 6(b)은 본 발명에 따른 가열 디바이스에 대한 일실시예에서 코팅된 도전체 단을 도시하는 단면도.

  도 7은 본 발명의 가열 디바이스 내의 패터닝된 가열 소자에 대한 일실시예를 도시하는 평면도.

  도 8(a)은 종래 기술에 따른 가열 디바이스를 도시하는 단면도.

  도 8(b)은 샤프트 손실 보정을 위해 확장된 히터 표면을 갖는 본 발명의 히터에 대한 일실시예를 도시하는 단면도.

실시예

  본 명세서에서 이용된 바와 같이, 본 발명의 웨이퍼 처리 디바이스 또는 장치는 반도체를 제조하거나 반도체를 검사하는

디바이스를 지칭한다. 그 예로는 정전 쳐크(electrostatic chuck), 가열 지그(heating jig), 핫 플레이트(세라믹 히터) 등이

포함된다.

  흑연을 포함하는 기판 홀더 및 지지 샤프트로 이루어진 단위 어셈블리

  저항 기판 홀더(12) 및 탑재 구조물(mounting structure)(14)을 구비하는 본 발명의 웨이퍼 가열 장치(10)에 대한 일실

시예의 단면도를 도시하는 도 1을 참조한다. 기판 홀더는 평면 표면을 갖고, 그 위에는 반도체 재료로 이루어진 기판(도시

하지 않음)이 배치되어 반도체 웨이퍼 제조 챔버 내에서 처리된다.

  본 발명의 일실시예에서, 웨이퍼 가열 장치(10)는 플랫폼(12) 및 탑재 구조물(14)로 이루어진 단위 어셈블리를 포함하는

데, 이러한 탑재 구조물(14)은 플랫폼(12)으로부터 연장되어, 플랫폼(12)의 길이 방향축을 실질적으로 횡단하도록 연장되

는 샤프트의 형태를 갖는다.

  일실시예에서, 플랫폼(12)은 디스크, 플래튼(platen) 또는 실린더 등과 같이 임의의 원하는 구성으로 가공(machined)될

수 있는 흑연으로 이루어진 기판(16)을 포함한다. 도 2는 도 1의 B-B선을 따라서 절단된 플랫폼(12)의 일부분에 대한 단

면도로서, 그 대향하는 면 상의 실질적으로 평평한 표면(17, 18)은 기판(16)의 상부 및 하부 표면을 나타내고, 화학 기상

증착법(chemical vapor deposition)(CVD) 또는 이하에서 보다 상세하게 설명되는 바와 같은 본 기술 분야에서 알려진 프

로세스에 의해 형성된 하나 이상의 중첩된 코팅층을 구비한다.

  도시된 바와 같이, 유전체 기저층(19, 20)은 흑연 기판(16)의 각각의 평평한 표면(17, 18) 상의 코팅층으로서 증착된다.

이하에서, 열분해 흑연층(21, 22)은 제각기 각각의 유전체 기저층(19, 20) 상에 (예를 들면, CVD에 의해) 증착된다. 열분

해 흑연(pyrolytic graphite)은 실질적으로 메탄, 에탄, 에틸렌, 천연 가스, 아세틸렌 및 프로판 등과 같은 탄화수소의 고온

열분해에 의해 생성된 고 배향성(highly oriented) 다결정 흑연이다.

  일실시예에서, 유전체 재료의 오버코트(overcoat)(24, 25)는 열분해 흑연층(21, 22) 상에 각각 증착된다. 유전체층은 상

부 및 하부 열분해 흑연층(21, 22)을 각각 인캡슐레이션(encapsulate)한다. 상부 열분해 흑연층(21)은 유전체층(19, 24)

사이에서 인캡슐레이션되고, 하부 열분해층(22)은 유전체층(20, 25) 사이에서 인캡슐레이션된다.

  본 발명의 유전체 코팅층은 B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 희토류 금속, 또는 그의 복합체 및/또는 조합으

로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물 중 적어도 하나를 포함한다. 그

예로는 열분해 질화 붕소, 질화 알루미늄, 티타늄 질화 알루미늄, 티타늄 질화물, 티타늄 알루미늄 탄질화물, 티타늄 탄화

물, 실리콘 탄화물, 및 실리콘 질화물이 포함된다. 일실시예에서, 코팅층은 pBN을 포함한다. 제 2 실시예에서, 코팅층은

AIN을 포함한다. 제 3 실시예에서는, AIN과 BN의 복합체를 포함한다. 제 4 실시예에서, 코팅 유전체층은 열분해 질화 붕

소(pyrolytic boron nitride)(PBN)와, 전기 비저항이 1014Ω-cm 미만이 되도록 대략 3wt% 미만의 양으로 도핑된 탄소 도

펀트의 조성을 갖는다. 또한 제 5 실시예에서, 코팅층은 질화 알루미늄을 포함하는데, 여기에는 소량의, 100wt%의 질화

알루미늄에 대해 5wt%의 Y203이 첨가된다. pBN과 AIN은 모두 우수한 절연 및 도전 특성을 갖고, 기체 상태로부터 용이

하게 증착될 수 있다. 이들은 또한 고온 안정성을 갖는다. 추가적으로, 이들은 열분해 흑연 기저(흑색)와는 상이한 색상(백

색)을 갖기 때문에, 전기 패턴을 형성하는 단계에서, 코팅층은 패턴으로부터 용이하게 시각적으로 구분될 수 있다.
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  본 발명의 일례에서, pBN은 유전체 재료로서 이용되고, 그 평평한 표면 내의 열 전도도(thermal conductivity)가 전형적

으로 그 두께 방향을 통해 횡단하는 방향에서의 열 전도도보다 30배 이상이 되어 매우 이방성(anisotropic)을 갖는다.

pBN은 전형적으로 미국 특허 번호 3,182,006 호에 개시된 바와 같이 화학 기상 증착 프로세스에 의해 형성된다. 이러한

프로세스는 암모니아 가스와, 삼염화 붕소(BCl3) 등과 같은 기체 붕소 할로겐화물을 적절한 비율로 주입하여 열분해 질화

붕소를 형성함으로써 적절한 기판의 표면 상에 증착되게 하는 단계를 포함하고, 이 단계에 의하면 일실시예에서는, 열분해

흑연 코팅된 흑연 몸체(16)가 생성된다.

  본 발명의 또 다른 실시예에서, 열분해 흑연으로 이루어진 코팅층 중의 하나(21 또는 22)는, 사전 결정된 패턴, 예를 들

면, 나선형(spiral) 또는 사형(serpentine) 기하구조 등으로 가공되어, 대향 단을 갖는 열분해 흑연의 연장된 연속 스트립

(도시하지 않음)의 형태를 갖는 저항 가열 소자 또는 전기 흐름 경로를 형성한다. 다른 실시예에서, 전기 흐름 경로는 나선

형 패턴(spiral pattern), 사형 패턴(serpentine pattern), 헬리컬 패턴(helical pattern) 지그재그 패턴(zigzag pattern), 연

속 미궁 패턴(continuous labyrinthine pattern), 나선 코일형 패턴(spirally coiled pattern), 소용돌이형 패턴(swirled

pattern), 무작위 회선 패턴(randomly convoluted pattern) 및 그 조합 중 적어도 하나를 갖는다.

  다른 실시예에서, 열분해 흑연으로 이루어진 코팅층(21), 즉 상부 코팅된 층은 그대로 유지되거나, RF 폴(RF pole)로서

이용되거나, 정전 쳐크 전극용으로 이용될 수 있다.

  샤프트(14)(본 발명의 일실시예에 따른 그 단면은 도 3에 도시되어 있음)는 흑연으로 이루어진 솔리드 몸체로부터 할로

우 흑연 코어(hollow graphite core)(30)를 형성하도록 가공되어, 나중에 흑연 기판(16)에 확산 접합된다. 다른 실시예에

서, 샤프트(14)는 흑연 기판(16)의 형성과 동시에 제조되기 때문에, 샤프트(14)와 플랫폼(12)은 하나의 단위 흑연 몸체를

규정한다.

  도면에 도시된 바와 같이, 유전체층(31)은 샤프트(14)의 할로우 흑연 코어(30) 상에 중첩된다. 다음에 2개의 도전층(32,

33)은 흑연 코어(30)의 대향하는 측면 상의 유전체층(31) 위에 형성된다. 일실시예에서, 도전층(32, 33)은 열분해 흑연을

포함한다. 다음에 유전체 재료(34)(예를 들면, pBN 코팅층 또는 앞서 설명된 유전체 재료 중 하나)는 2개의 도전층(32,

33) 상에 오버코트로서 증착된다. 일실시예에서, 유전체층(31)은 유전체 기저층(19, 20)이 형성되는 것과 동시에 형성된

다. 일실시예에서와 마찬가지로, 유전체층(34)은 흑연 기판(16) 상에 유전체층(24, 25)을 형성할 때 형성된다. 또한 이러

한 방식으로 도전체(32, 33)는 각각 유전체 재료 내에 인캡슐레이션된다.

  일실시예에서, 각각의 "코팅"층은 0.005인치 내지 0.20인치의 두께를 갖는다. 다른 실시예에서는, 대략 0.01인치 내지

0.10인치의 두께를 갖는다. 제 3 실시예에서, 오버코트층은 대략 0.05인치 미만의 두께를 갖는다.

  구성 요소들 사이의 향상된 열적 정합성(thermal matching)을 제공하여 서로 다른 열팽창 계수를 갖는 여러 층의 구부러

짐 또는 분열을 방지하기 위해 하나 이상의 층을 포함할 수 있다는 것을 유의해야 한다. 또한 층과 기판 사이의 접착력을

향상시키는 층을 이용할 수 있다.

  또한, 코팅층(들)을 흑연 샤프트/몸체/기판 상에 증착할 때 여러 방법을 이용할 수 있다는 것을 유의해야 한다. 일실시예

에서, 적어도 하나의 층은 물리적 기상 증착(physical vapor deposition)(PVD)을 이용하여 도포될 수 있는데, 여기에서

코팅 재료, 예를 들면 질화 붕소 및/또는 질화 알루미늄은 완전히 물리적 방법을 이용하여 진공 중에서 기체 상태로 전달되

고, 코팅될 표면 상에 증착된다. 다수의 변형된 방법이 이용될 수 있다. 일실시예에서, 코팅 재료는 고 진공 상태 하에서 표

면 상에 증착되는데, 여기에서 코팅 재료는 전기 저항 가열, 전자 또는 레이저 충격(bombardment), 전기 아크 증발

(electric arc evaporation) 등을 이용하여 고체에서 액체로, 다시 기체 상태로 전이되게 하거나 고체로부터 직접적으로

가스 상태로 전이되도록 가열된다. 또한, 스퍼터링(sputtering)을 이용할 수 있는데, 여기에서 반응성 코팅 재료로 이루어

지는 고체 타겟(solid target)은, 예를 들면 비활성 가스 플라즈마(inert gas plasma)인 이온 소스로부터 발생된 예를 들면,

비활성 가스 이온(inert gas ions) 등의 고 에너지 이온(특히 아르곤 이온)에 의해 진공 내로 분무(atomized)된다. 마지막

으로, 제각기의 코팅 재료로 이루어지는 타겟은 또한 진공 하에서 이온 빔과 충돌하여 기체 상태로 변환되고, 코팅될 표면

상에 증착된다. 물론, 상술된 PVD 방법은 또한 조합될 수 있고, 적어도 하나의 층은 예를 들면 플라즈마 도입형 기상 증착

(plasma-supported vapor deposition)을 이용하여 증착될 수 있다.

  이와 다르게, 본 발명의 일실시예에서는 추가적인 코팅층으로서 층 중의 하나를 화학 기상 증착(CVD)을 이용하여 증착

할 수 있다. 본 발명의 또 다른 실시예에서, 적어도 하나의 층은 또한 열 분사(thermal injection) 방법을 이용하여, 예를 들
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면 플라즈마 분사 방법을 이용하여 증착될 수 있다. 다른 실시예에서, 용사 프로세스(thermal spray process)를 이용한다.

비교적 "두꺼운" 코팅층(즉, 0.03인치 이상)에 대한 다른 실시예에서, 코팅 재료는 단순히 액상 페인트로서 도포된 다음 충

분히 높은 온도에서 건조하여 코팅층을 완전히 건조시킨다.

  일실시예에서, 인캡슐레이션된 열분해 흑연층(22)을 흑연 기판(16)의 하부 바닥 표면 상에 배치한다. 도전체(32, 33)는

그의 하나의 단에서 가공된 하부 열분해 흑연 코팅층(22)의 제각기의 단(도시하지 않음)에 대해 접속되고, 도전체(32, 33)

의 대향 단은 가열 디바이스(10) 외부로 연장되기에 적합한데, 여기에서 각각의 도전체(32, 33)는 외부 전원(도시하지 않

음)에 접속된다. 본 발명의 일실시예에서, 샤프트(14) 내의 도전체(32, 33)는 pBN 코팅된 흑연으로 이루어진 접속 포스트

(도시하지 않음)를 통해 패터닝된 열분해 흑연 히터(22)에 접속된다.

  본 발명의 또 다른 실시예에서, 상부 인캡슐레이션된 열분해 흑연층(21)은 플라즈마 생성을 위한 Rf 평면(Rf plane)으로

서 기능하고, 이러한 경우에 추가적인 흑연 포스트(35)는 할로우 샤프트(14) 내에 제공되고, 상부 흑연층(21)에 접속되어

내부 도전체로서 기능한다. 또한, 이러한 경우에 샤프트(14)는 할로우이고, 포스트(35)는 샤프트(14) 내에 형성된 구멍 내

로 미끄러져 들어가 부착될 수 있기 때문에 샤프트(14)는 실질적으로 솔리드로서 유지될 수 있다.

  개선된 전기 포스트 접속

  본 발명의 일실시예에서, 접속 포스트(또는 핀)는 탄소 섬유 복합체 재료로 형성되는데, 이는 실질적으로 유전체 코팅층

(예를 들면, pBN)으로 코팅되어 웨이퍼 처리 환경 내에서의 화학적 침식으로부터 보호된다. 앞서 언급된 바와 같이, 탄소

섬유 복합체 재료는 예를 들면 탄소/탄소 복합체 또는 탄소 섬유 복합체 등과 같이 탄소 기재(carbon-matrix)를 포함하는

재료를 지칭한다. 이러한 재료는 높은 강성(high stiffness), 낮은 밀도 및 실질적으로 제로인 열팽창 계수(coefficient of

thermal expansion)(CTE)를 제공하고, 여러 형태로 다수의 공급원으로부터 상업적으로 입수 가능하며, 경화되지 않은

(uncured) 열경화성 에폭시 수지 결합제(heat-curable epoxy resin binder)를 함유하거나, 나중에 결합제가 조직

(fabric) 내에 추가될 수 있게 한다.

  프로세스 화학물로부터의 산화 또는 다른 침식은 히터 내의 포스트 접속 실패를 유발하는 주요 원인으로 알려져 있다. 실

험 결과에 의하면 본 발명의 일실시예에서 탄소 섬유 복합체 접속 포스트를 포함하는 가열 디바이스가, 종래 기술의 흑연

포스트 커넥터의 실패율에 대해 오로지 1/3만을 나타낸다는 것이 확인되었다.

  동축형 전기 접속부를 구비하는 웨이퍼 가열 장치

  본 발명의 일실시예에서, 2개의 도전체 또는 전기 리드는 도 4에 도시된 바와 같이 샤프트(14) 내에서 동축 설계를 갖는

다. 본 명세서에서 이용된 바와 같이, 동축이라는 의미는 전기 도전체 중의 하나가 다른 전기 도전체 내부에 위치되는 것,

예를 들면, 하나의 전기 리드가 다른 전기 리드의 외부 또는 그 주위에 위치되는 것을 의미한다. 일실시예에서, 제 1 전기

도전체는 제 2 전기 도전체 내에 있고, 이 도전체들은 모두 공통 중심을 갖거나 다른 하나에 대해 비교적 공통된 중심을 가

진다. 제 3 실시예에서, 제 1 및 제 2 전기 도전체는 동축형 설계를 갖고 실질적으로 솔리드 샤프트를 형성한다.

  일실시예에서, 다수의 동축형 도전체의 "쌍"은 단위 샤프트의 할로우 코어 내에 배치될 수 있다. 웨이퍼가 2개의 지지 포

스트 또는 샤프트를 구비하는 또 다른 실시예에서, 각각의 동축형 도전체의 쌍은 2개의 지지 샤프트 내에 각각 포함된다.

  도면 내에 도시된 바와 같이, 제 1 전기 리드(42)(정(positive)의 전기 리드 또는 부(negative)의 전기 리드일 수 있음)는

흑연 막대로부터 가공되고, 유전체 코팅층(41)(예를 들면, pBN 등)에 의해 다른 역의 리드(43)(부의 전기 리드 또는 정의

전기 리드일 수 있음)로부터 격리되고, 역의 리드 또는 제 2 리드는 외부의 흑연 동축형 층의 형태를 갖는다. 다음에 전기

리드(또는 도전체)는 모두 보호를 위해 적어도 다른 유전체 코팅층으로 코팅된다.

  동축형 전기 접속부에 대한 본 발명의 다른 실시예에서, 도전체는 샤프트(14)의 외측에 위치되는데, 제 1 전기 리드는 샤

프트(14)의 외측에서 우측에 근접하게 위치되고, 제 2 전기 리드는 pBN 코팅층에 의해 제 1 전기 리드로부터 분리되고,

pBN층(44)으로 오버코팅되어 웨이퍼 처리 환경으로부터 보호된다.

  종래 기술에서와 같이 합계 2개의 별도의 리드를 갖는 것보다 하나의 리드(동축형 설계)가 더 작음 면적을 차지한다는 것

을 유의해야 한다. 또한, 다수의 동축형 전기 리드의 세트를 이용하거나 흑연 포스트 또는 샤프트 내에 포함할 수 있다는

것과, 단위 어셈블리를 채용하거나 다수의 접속 포스트를 갖는 가열 디바이스를 가지고 동축형 설계를 이용할 수 있다는

것을 유의해야 한다.
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  개선된 컨택트 홀(비아) 구성

  앞서 언급된 바와 같이, 본 출원인은 기판 홀더/플랫폼(12)과 탑재 구조물(14)의 어셈블리를 위한 구성 재료로서 흑연을

사용하면 놀랍게도 종래 기술의 웨이퍼 지지 장치에 비해 훨씬 더 높은 레벨의 열 응력 내성(thermal stress tolerance)을

갖는 웨이퍼 지지 장치가 제공된다는 것을 확인하였다.

  본 발명의 일실시예에서, 단위 어셈블리는 한 조각의 흑연으로 형성되고, 가공되어 플랫폼(12) 및 탑재 구조물(14)을 형

성한다. 다른 실시예에서, 플랫폼(12) 및 탑재 구조물(14)은 2개의 흑연 조각으로 가공된 다음 함께 접합되어 단위 어셈블

리를 형성한다.

  본 발명의 일실시예에서, 플랫폼(12) 및 탑재 구조물(14)은 2개의 흑연 조각으로 형성되고, 탑재 구조물 또는 샤프트(14)

는 비아(51)를 통해 플랫폼(12) 내에 조립된다. 앞서 이용된 바와 같이, "비아"는 "컨택트 홀"과 대체 가능하게 사용되어 플

랫폼(12)을 통과하는 홀 또는 실린더형 구멍을 나타내는데, 이러한 비아는 그것을 통해 삽입될 구조물, 포스트, 받침 포스

트(pedestal post) 또는 샤프트를 탑재하기 위해 이용된다.

  어셈블리 프로세스에 대한 일실시예에서는, 플랫폼(12)의 흑연층(53) 내에 비아(51)를 가공하기 위해 밀링(mill)을 이용

한다. 도 5(a) 및 도 5(b)에 도시된 바와 같이, 유전체층(예를 들면, pBN)으로 코팅된 흑연 막대(14)는 비아(51)를 통해 삽

입되고, 그 내부에 안착된다. 비아(51)를 통해 막대(14)를 삽입한 후에, 막대(14)의 돌출된 상부 표면은 선택적으로 플랫폼

(12)의 표면과 동일한 높이가 되도록 가공될 수 있다. (비아(51)를 통과한) 흑연 막대(51)의 노출된 상면을 포함하는 플랫

폼(12)의 상부 표면은, 실질적으로 pBN 등과 같은 유전체 코팅층(52)으로 코팅된다.

  본 발명의 일실시예에서, 흑연 막대(14)의 조립 이전에, 플랫폼(12) 내에 비아(51)의 구멍을 내어, 컨택트 홀이 둥근 코너

또는 오목한 선을 갖도록 하기 위해서 볼 밀링(ball mill)을 이용한다. 본 출원인은 둥근형 볼 밀링(radiused ball mill) 또는

본 기술 분야에서 알려진 유사한 도구를 이용하여, 도 5(b)에 도시된 바와 같이 둥글거나 라운드형(rounded), 미끄럽고 곡

선 형태 또는 형상을 갖는 에지를 갖는 컨택트 홀의 구멍을 내면, 놀랍게도 도 5(a)에 도시된 바와 같이 비아 또는 컨택트

홀이 플랫 엔드 밀링(flat end mill)을 이용하여 가공되기 때문에 사각형 또는 직선 코너를 갖는 컨택트 홀을 구비한 웨이퍼

히터에 비해서 본 발명의 웨이퍼 히터의 수명이 연장된다는 것을 발견하였다.

  보호층을 갖는 도전체 컨택트 단부

  앞서 언급된 바와 같이, 본 발명의 웨이퍼 가열 장치 내의 도전체(32, 33, 42, 42)는 가열 전극의 저항, 즉 가공/패터닝된

열분해 흑연 코팅층(21 또는 22)의 터미널 단(terminal ends)을 전원에 접속한다.

  도전체의 일부분은 도 6(a)에 도시된 노출된 도전체 부분(42)에서와 같이 반도체 웨이퍼 처리 용기 내에서 분위기에 노출

될 것으로 예측된다. 산소 또는 다른 부식성 재료가 존재하는 고온 분야에서, 노출된 도전체 부분은 화학적으로 침식되어

고저항 영역 및 국부적인 핫 스팟(hot spots)을 생성할 수 있다. 이는 침식을 가속화하고 궁극적으로는 개방 회로를 생성하

게 될 것이다.

  도 6(b)에 도시된 바와 같은 본 발명의 일실시예에서, 금속 커버층(metal covering layer) 또는 세라믹 페이스트를 노출

된 도전체(42)에 도핑하여 코팅층(61)을 형성함으로써 도전체를 침식으로부터 보호하고, 결과적으로는 전기 컨택트의 수

명을 향상시킨다. 커버층은 전기 도전체의 산화로부터 생성된 옴의 저항값의 변동을 방지하거나 감소시킨다. 일실시예에

서, 커버층은 적어도 10㎛의 두께를 갖는다.

  일실시예에서, 노출된 도전체 단은 압전 세라믹 페이스트/가소제(plasticiser)/도전체 구성으로 코팅되고, 이는 신터링

(sintering) 이후에 전기적 도전체가 된다. 다른 실시예에서, 도전체 단은 은 산화물(silver oxide)/PZT(lead zirconate

titanate)/폴리비닐 알코올 가소제의 구성으로 코팅된다. 다른 실시예에서, 도전체 단 또는 터미널은 예를 들면, 아틱 실버

세라믹 써멀 페이스트(Artic Silver Ceramic Thermal Paste) 등과 같은 은 산화물 등의 금속 산화물을 포함하는 상업적으

로 이용 가능한 세라믹 페이스트로 코팅된다. 또 다른 실시예에서, 도전체 단은 이트륨 산화물(yttrium oxide), 지르코니아

및 실리콘 질화물의 조합을 포함하는 세라믹 복합체로 코팅된다.

  샤프트 손실 보정(Shaft Loss Compensation)을 위해 확장된 히터 표면
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  웨이퍼에 걸친 온도의 균일성은 반도체 웨이퍼 처리를 위한 중요한 공정 변수로서, 600℃에서 웨이퍼에 걸친 전형적인

온도 균일 조건은 +/- 1%이다. 도 8(a)에 도시된 바와 같이, 플랫폼(12)으로부터 멀리 있는 샤프트(14)의 단은 반도체 웨

이퍼 처리 환경으로부터 격리되고, 전형적으로 상압 및 상온으로 유지된다. 샤프트 구성에 기인하여, 샤프트(14)는 대형

히트 싱크(large heat sink)로서 기능하고, 그에 따라 플랫폼(12)의 중간에 낮은 온도 영역이 생성되게 한다.

  본 발명의 일실시예에서, 코팅된 흑연층 중 어느 하나 또는 모두는 예를 들면, 인접한 일련의 웹(webs), 나선형 웹(spiral

webs), 헬리컬 웹(helical webs), 평행 경로, 가변 저항 또는 다른 사형(serpentine) 전기 저항 회로 경로 등의 표준 가열

소자 설계로 가공되어, 요구되는 온도 균일성을 조정 및 달성할 수 있게 한다. 제 2 실시예에서, 상부(21) 또는 하부(22)의

코팅된 열분해 흑연층은 플랫폼(12)의 상부 표면 또는 하부 표면이 도 7에 도시된 바와 같이 나선형으로 가공된다. 전기 패

턴의 형성, 즉 전기적으로 격리된 저항 히터 경로의 형성은, 마이크로 가공(micro machining), 마이크로 브레이딩(micro-

brading), 레이저 커팅, 화학 에칭 또는 전자 빔 에칭(e-beam etching)을 포함하는 본 기술 분야에서 알려진 기법에 의해

이루어질 수 있으나 이것으로 한정되지 않는다.

  본 발명의 일실시예에서, 패터닝된 열분해 흑연 가열층(72)(유전체층(74)으로 코팅됨)은, 도 8(b)에 도시된 바와 같이 플

랫폼(12)의 평평한 표면으로부터 샤프트(14)까지 연장되어 샤프트 아래쪽에서의 열 손실을 극복한다. 가열 소자(72)의 연

장은 놀랍게도 웨이퍼에 걸친 온도 균일성을 향상시킨다.

  본 발명의 일실시예에서, 패터닝된 열분해 흑연층(72)은 플랫폼의 평평한 표면으로부터 아래쪽으로 연장되어 샤프트

(14) 길이 중 적어도 5%를 커버한다. 제 2 실시예에서, 패터닝된 열분해 흑연층 또는 가열 소자(72)는 아래쪽으로 연장되

어 10"의 샤프트 길이(13) 중 2"의 길이를 커버한다. 제 3 실시예에서, 패터닝된 열분해 흑연층 또는 가열 소자(72)는 아래

쪽으로 연장되어 샤프트(14)의 길이 중 적어도 25%를 커버한다. 제 4 실시예에서, 패터닝된 열분해 흑연층 또는 가열 소자

(72)는 아래쪽으로 연장되어 샤프트(14)의 길이 중 최대 30%를 커버한다.

  본 발명은 바람직한 실시예를 참조하여 설명되었으나, 당업자라면 본 발명의 범주를 벗어나지 않으면서 여러 변형이 이

루어질 수 있고, 그 구성 요소를 등가물로 대체할 수 있다는 것을 이해할 것이다. 본 명세서에서 언급된 모든 인용 문헌은

본 명세서에 참조 문헌으로서 명확히 포함되어 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  웨이퍼 처리 장치(wafer processing device)로서,

  가열될 대상(object)을 지지하고, 비교적 평평한 상부 평면 표면 및 하부 평면 표면을 갖는 기판을 포함하며, 흑연으로 이

루어지는 플랫폼(platform)과,

  상기 플랫폼을 실질적으로 횡단하도록 연장되고, 흑연으로 이루어지는 샤프트(shaft)와,

  적어도 하나의 상기 평면 표면 상에 배치되고, B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 그 조합으로 이루어지는 그

룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 적어도 하나

의 재료로 이루어지는 제 1 코팅층과,

  상기 제 1 코팅층 상에 사전 결정된 기하구조로 패터닝된 구성을 갖도록 배치된 열분해 흑연(pyrolytic graphite)으로 이

루어지고, 적어도 하나의 전극을 형성하는 적어도 2개의 별도의 단(ends)을 구비하는 제 2 코팅층과,

  상기 제 1 코팅층 및 상기 제 2 코팅층 상에 중첩된 유전체 재료로 이루어지고, B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금

속 및 그 조합으로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물로 이루어지는

그룹으로부터 선택된 적어도 하나의 재료로 구성되는 제 3 코팅층

  을 포함하는 웨이퍼 처리 장치.
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청구항 2.

  제 1 항에 있어서,

  상기 장치는 정전 쳐크(electrostatic chuck)이고, 상기 전극은 쳐크 전극(chuck electrode)인 웨이퍼 처리 장치.

청구항 3.

  제 1 항에 있어서,

  상기 장치는 히터(heater)이고, 상기 전극은 가열 소자 전극(heating element electrode)인 웨이퍼 처리 장치.

청구항 4.

  제 1 항에 있어서,

  상기 흑연 플랫폼은 디스크, 플래튼(platen) 및 실린더 중의 하나인 웨이퍼 처리 장치.

청구항 5.

  제 1 항에 있어서,

  상기 흑연 샤프트는 막대형(rod) 및 할로우 코어형(hollow core) 중의 하나인 웨이퍼 처리 장치.

청구항 6.

  제 1 항에 있어서,

  상기 제 2 코팅층은 나선형 패턴(spiral pattern), 사형 패턴(serpentine pattern), 헬리컬 패턴(helical pattern) 지그재

그 패턴(zigzag pattern), 연속 미궁 패턴(continuous labyrinthine pattern), 나선 코일형 패턴(spirally coiled pattern),

소용돌이형 패턴(swirled pattern), 무작위 회선 패턴(randomly convoluted pattern) 및 그 조합 중 적어도 하나를 갖는

적어도 하나의 전기 흐름 경로 내에 정렬된 열분해 흑연의 연속 연장된 스트립을 형성하도록 패터닝되는 웨이퍼 처리 장

치.

청구항 7.

  제 6 항에 있어서,

  상기 패터닝된 제 2 코팅층은 상기 플랫폼의 상기 하부 표면 상에 형성되는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 8.

  제 1 항에 있어서,
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  상기 열분해 흑연으로 된 상기 제 2 코팅층은 B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 희토류 금속, 또는 그의 복합

체 및/또는 조합으로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물 중 적어도 하

나로 인캡슐레이션(encapsulated)되는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 9.

  제 8 항에 있어서,

  상기 열분해 흑연으로 된 상기 제 2 코팅층은 AIN 또는 열분해 질화 붕소로 인캡슐레이션되는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 10.

  제 1 항에 있어서,

  상기 흑연 샤프트 및 상기 흑연 플랫폼은 하나의 단위 몸체(unitary body)를 형성하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 11.

  제 1 항에 있어서,

  상기 흑연 샤프트는 상기 전극을 외부 전원에 접속하는 적어도 2개의 전기 도전체를 더 포함하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 12.

  제 11 항에 있어서,

  상기 2개의 전기 도전체는 제 1 전기 도전체가 제 2 전기 도전체 내부에 배치되어 있는 동축형(concentric)인 웨이퍼 처

리 장치.

청구항 13.

  제 11 항에 있어서,

  상기 2개의 전기 도전체는 상기 흑연 샤프트의 대향하는 면 상에 대칭적으로 배치되는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 14.

  제 13 항에 있어서,

  상기 샤프트는 실질적으로 솔리드형(solid)이고,

  상기 2개의 전기 도전체는 상기 흑연 샤프트의 대향하는 면 상에 대칭적으로 배치된 코팅된 층인

  웨이퍼 처리 장치.
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청구항 15.

  제 11 항에 있어서,

  상기 샤프트는 할로우 코어를 갖고,

  상기 2개의 전기 도전체는 상기 샤프트 내에 배치되며,

  상기 2개의 전기 도전체는 동축형인

  웨이퍼 처리 장치.

청구항 16.

  제 15 항에 있어서,

  상기 2개의 동축형 전기 도전체는 공통 중심을 갖는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 17.

  제 11 항에 있어서,

  상기 제 1 전기 도전체는 흑연 막대의 형태를 갖고,

  상기 제 2 전기 도전체는 속이 빈 흑연 막대(hollow graphite rod)이며,

  상기 제 1 및 제 2 전기 도전체는 B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 희토류 금속, 또는 그의 복합체 및/또는

조합으로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물 중 적어도 하나로 이루어

지는 그룹에서 선택된 재료를 포함하는 코팅층에 의해 분리되는

  웨이퍼 처리 장치.

청구항 18.

  제 11 항에 있어서,

  상기 적어도 하나의 전극을 외부 전원에 접속시키는 적어도 2개의 전기 도전체를 포함하고,

  각각의 전기 도전체는 상기 외부 전원에 대해 접속하는 단을 구비하며,

  상기 전기 도전체 각각의 상기 단은 압전 세라믹 페이스트(piezoelectric ceramic paste), 가소제(plasticiser), 도전체

및 그의 조합 중 적어도 하나를 포함하는 적어도 하나의 세라믹 페이스트로 코팅되는

  웨이퍼 처리 장치.

청구항 19.
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  웨이퍼 처리 장치로서,

  가열될 대상을 지지하고, 비교적 평평한 상부 평면 표면 및 하부 평면 표면을 갖는 기판을 포함하며, 흑연으로 이루어지

고, 그 내부를 통과하는 적어도 하나를 컨택트 홀 구멍(contact hole bore)을 구비하는 플랫폼과,

  상기 플랫폼을 실질적으로 횡단하도록 연장되고, 상기 플랫폼 내의 상기 컨택트 홀을 통해 삽입되어 상기 플랫폼과 결합

된 적어도 하나의 샤프트와,

  적어도 하나의 상기 평면 표면 상에 배치되고, B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 그 조합으로 이루어지는 그

룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 재료로 이루

어지는 제 1 코팅층과,

  상기 제 1 코팅층 상에 사전 결정된 기하구조로 패터닝된 구성을 갖도록 배치된 열분해 흑연으로 이루어지고, 적어도 하

나의 전극을 형성하는 적어도 2개의 별도의 단을 구비하는 제 2 코팅층과,

  상기 제 1 코팅층 및 상기 제 2 코팅층 상에 중첩되고, B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 그 조합으로 이루어

지는 그룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 적어

도 하나의 재료로 구성되는 제 3 코팅층을 포함하되,

  상기 플랫폼 내의 상기 컨택트 홀은 실질적으로 둥근 에지(radiused edge)를 갖는

  웨이퍼 처리 장치.

청구항 20.

  제 19 항에 있어서,

  상기 컨택트 홀의 구멍을 내기 위해 볼 밀링(ball mill)을 이용하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 21.

  제 19 항에 있어서,

  상기 샤프트 및 상기 플랫폼은 확산 접합(diffusion bonded)된 웨이퍼 처리 장치.

청구항 22.

  웨이퍼 처리 장치로서,

  가열될 대상을 지지하고, 비교적 평평한 상부 평면 표면 및 하부 평면 표면을 갖는 기판을 포함하며, 흑연으로 이루어지

는 플랫폼과,

  상기 플랫폼을 실질적으로 횡단하도록 연장되는 적어도 하나의 샤프트와,

  적어도 하나의 상기 평면 표면 상에 배치되고, B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 그 조합으로 이루어지는 그

룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 재료로 이루

어지는 제 1 코팅층과,
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  상기 제 1 코팅층 상에 사전 결정된 기하구조로 패터닝된 구성을 갖도록 배치된 열분해 흑연으로 이루어지고, 적어도 하

나의 전극을 형성하는 적어도 2개의 별도의 단을 구비하는 제 2 코팅층과,

  상기 제 1 코팅층 및 상기 제 2 코팅층 상에 중첩되고, B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 그 조합으로 이루어

지는 그룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 적어

도 하나의 재료로 구성되는 제 3 코팅층과,

  가열 소자 전극을 외부 전원에 접속하도록 상기 샤프트 내에 배치된 적어도 2개의 전기 도전체와,

  상기 가열 소자 전극의 상기 별도의 단을 상기 샤프트 내에 배치된 상기 전기 도전체와 접속하는 복수의 접속 포스트

(connection posts)를 포함하되,

  상기 접속 포스트는 탄소 섬유 복합체 재료로 이루어지는

  웨이퍼 처리 장치.

청구항 23.

  웨이퍼 처리 장치로서,

  가열될 대상을 지지하고, 비교적 평평한 상부 평면 표면 및 하부 평면 표면을 갖는 기판을 포함하며, 흑연으로 이루어지

는 플랫폼과,

  상기 플랫폼을 실질적으로 횡단하도록 연장되는 적어도 하나의 샤프트와,

  적어도 하나의 상기 평면 표면 상에 배치되고, B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 그 조합으로 이루어지는 그

룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 재료로 이루

어지는 제 1 코팅층과,

  상기 제 1 코팅층 상에 사전 결정된 기하구조로 패터닝된 구성을 갖도록 배치된 열분해 흑연으로 이루어지고, 가열 소자

전극을 형성하는 2개의 별도의 단을 구비하는 제 2 코팅층과,

  상기 제 1 코팅층 및 상기 제 2 코팅층 상에 중첩되고, B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 그 조합으로 이루어

지는 그룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 적어

도 하나의 재료로 구성되는 제 3 코팅층과,

  상기 샤프트 내에 배치되어 상기 가열 소자 전극을 외부 전원에 대해 접속하고, 하나가 다른 하나의 내부에 정렬되어 실

질적으로 솔리드형 샤프트를 형성하는 적어도 2개의 전기 도전체

  를 포함하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 24.

  웨이퍼 처리 장치로서,

  가열될 대상을 지지하고, 비교적 평평한 상부 평면 표면 및 하부 평면 표면을 갖는 기판을 포함하며, 흑연으로 이루어지

는 플랫폼과,

  상기 플랫폼을 실질적으로 횡단하도록 그 길이가 연장되는 적어도 하나의 샤프트와,
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  적어도 하나의 상기 평면 표면 상에 배치되고, B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 그 조합으로 이루어지는 그

룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 재료로 이루

어지는 제 1 코팅층과,

  상기 제 1 코팅층 및 상기 샤프트의 적어도 일부분 상에 사전 결정된 기하구조로 패터닝된 구성을 갖도록 배치된 열분해

흑연으로 이루어지고, 적어도 하나의 전극을 형성하는 2개의 별도의 단을 구비하는 제 2 코팅층과,

  상기 제 1 코팅층 및 상기 제 2 코팅층 상에 중첩되고, B, Al, Si, Ga, 내화성 경화 금속, 전이 금속 및 그 조합으로 이루어

지는 그룹으로부터 선택된 성분에 대한 질화물, 탄화물, 탄질화물 또는 산질화물로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 적어

도 하나의 재료로 구성되는 제 3 코팅층과,

  상기 샤프트 내에 배치되어 상기 적어도 하나의 전극을 외부 전원에 대해 접속하는 적어도 2개의 전기 도전체

  를 포함하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 25.

  제 24 항에 있어서,

  상기 제 2 코팅층은 상기 샤프트 길이의 적어도 5%만큼 아래쪽으로 연장되어 상기 샤프트의 적어도 일부분을 커버하는

웨이퍼 처리 장치.

청구항 26.

  제 25 항에 있어서,

  상기 제 2 코팅층은 상기 샤프트 길이의 적어도 10%만큼 아래쪽으로 연장되어 상기 샤프트의 적어도 일부분을 커버하는

웨이퍼 처리 장치.

도면

도면1

공개특허 10-2005-0088159

- 14 -



도면2

도면3

도면4

도면5

공개특허 10-2005-0088159

- 15 -



도면6

도면7

도면8

공개특허 10-2005-0088159

- 16 -


	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의 간단한 설명

	청구의 범위
	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8




문서
서지사항 1
요약 1
대표도 2
명세서 2
 도면의 간단한 설명 3
청구의 범위 8
도면 14
 도면1 14
 도면2 15
 도면3 15
 도면4 15
 도면5 15
 도면6 16
 도면7 16
 도면8 16
